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これまで半導体ナノ粒子の光学特性及びサイズ依存性に関する詳細な研究成果が報告されてき

た[1-3]。しかし、その多くはナノ粒子が溶液やマトリックス中にランダム分散した「孤立状態」

の光物性に関するものである。一方、ナノ粒子間距離が 10 nmまで近づくと、孤立状態にあるナ

ノ粒子では観測されなかったナノ粒子間相互作用が新たに発現する。ナノ粒子間相互作用には、

固有エネルギーの高いナノ粒子から低いナノ粒子へのエネルギー移動と固有エネルギーの等しい

ナノ粒子間のエネルギー共鳴が挙げられる。 

半導体ナノ粒子間のエネルギー移動に関しても数多くの研究成果が報告されているが[4-6]、そ

のほとんどは室温における研究であり、エネルギー移動ダイナミクスの温度依存性に着目した研

究は非常に少ない。これまで我々は CdSeナノ粒子を対象に、ナノ粒子間エネルギー移動ダイナミ

クスの温度依存性を調べ、観測されるエネルギー移動レートの温度依存性は光学的に許容なブラ

イト励起子状態の熱分布の割合で決まることを明らかにした[7]。CdSe ナノ粒子と比べ、CdTe ナ

ノ粒子におけるブライト－ダーク励起子分裂エネルギー(ΔST)は非常に小さいことから、本研究で

は CdTeナノ粒子を対象にエネルギー移動ダイナミクスの温度依存性を調べた。 

その結果、CdTeナノ粒子間のエネルギー移動レートは温度に依らず、ほぼ一定であることを見

出した。半導体ナノ粒子間のエネルギー移動は双極子－双極子相互作用に基づくフェルスターモ

デルで説明できる[8]。フェルスターモデルに基づくと、エネルギー移動レートはドナーの輻射再

結合レートに比例する。ΔSTが小さい CdTeナノ粒子における輻射再結合レートは温度に依らず一

定であることから[9]、実験結果を説明できる。詳細は講演で報告する。 
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